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L. KACZYNSKI: Jan Czochralski - twérca metody monokrystalizacji

W artykule przypomniano sylwetke wybitnego polskiego uczonego, profesora Jans Czochnlskie?o,
twércy metody monokrystalizacji nazwane) jego imieniem. Metoda Czochralskiego w zastosowanlu
przemystowym dostercza obecnie wigkszodé monokrysztaldw krzemu, zwigzkéw péiprzewodnikowych i ma-
terialéw tlenkowych stosowanych w przemysle elektronicznym. Wskazano na zwigzki mydli

J. Czochralskiego z dziatalnodcig ITME.

K. KALINOWSKI: Wspdiczesne metody badania skledu chemicznego materiaiéw elektronicznych - wybrane
zegadnienia

Przedstawiono sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Chemi Analityczne) - EURDANALYSIS VII.
Opisano metody analityczne stosowsne do badania skiadu wybranych materiatdéw elektronicznych.

W. DALECKI, L. ROWINSKA, L. WALIS: Badanie zachowenia sig arsenu w antymonie w procesie topienia
strefowego

Wykorzystano promieniotwérczy znacznik 76” do okresdlenia rozmieszczenig zanieczyszczenia (arse-
nu) w antymonie w procesie doczyszczajgcym poprzez topienie strefowe.

Uzyskane wyniki pozwolily wyprowadzié wnioski co do skorygowania obowigzujgcej technologii do-
czyszczania antymonu i okresli¢ optymalny poziom stgzenia arsenu dla materiatu wyjéciowego.

K. PIETRZAK, Wi. TORBICZ: Hermetyzacja elementéw typu ISFET w ptaskich obudowach‘ ceramicznych

W pracy przedstawiono nowe rozwigzanie konstrukcyjne plaskiégo czujnike ISFET. W wersji tej czuj-
nik jest umieszczony we wglgbione)j platformie montazowej na ptytce wykonanej z cersmiki Al203.
Praca zewiera opis technologii hermetyzacji i uzytego do niej materiatu - szkliwa. Opisano do-
ktadnie metodg nanoszenie szkliwa, maskowania odizolowanego obszeru ISFET, podano parametry su-
szenia i spiekania szkliwa. Stwierdzono, 2e metoda ta daje dobre wyniki, a uzyte szkliwo )Jest
bardzie)j szczelne i odporne od stosowanych wczedniej innych érodkéw hermetyzujgcych, takich jak
azotek boru BN lub tworzywa sztuczne.
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L. KACZYNSKI: Jan Czochralski - inventor of the monocrystallisation method

This paper is dedicated to the remembrance of professor Jan Czochralski - the outstanding Polish
scientist who invented the method of monocrystallisation bearing his name. The method is comm-
only applied in electronic industry as for as the large crystals growth of the various materials
like: metals, semiconductors and oxides is concerned. The relationship between Jan Czochralski ‘s
ideas and tha activity of the Institute of Electronic Materials Technology is shown.

K. KALINOWSKI: Contemporary methods of investigation of electronic matericls composition - some
aspects

The report of European Conference on Analytical Chemistry EUROANALYSIS VII is presented.
The analytical technigues, used for the examination of the selected electronic materials
composjtion are described.

W. DALECKI, L. ROWINSKA, L. WALIS: Distribution of arsenic in antimony during zone melting
process

Distribution of the arsenic contamination in antimony over the refining by zone melting process
is examined using 76As radioactive marker.

The results allow to correct still accepted technology of the antimony refining as well as to
fix the optimum level of arsenic concentration in the initial material.

K. PIETRZAK, Wi. TORBICZ: Encapsulation of ISFET chip in flat ceramic package

A new, flat design of the ISFET sensor is presented. The sensor is placed in the indented
mounting platform on the ceramic base made of Al203. The encapsulation technology, gleze material
used in the process, the method of glaze deposition and the masking of ISFET s uninsulated eres
are described.

The glaze is found to be more tight and resistant than other encapsulating agents like barium
nitride BN or plastics.
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J. KAYMHBCKH: An YoxpanbCKH ~ CO3ZaTelb METONA MOHOKPHCTAZAK3IAUHK

B crarhe BOCHOMMHAETCA CHJAYOST BHIAapmero moasckoro ywéHoro npoddecopa fua
YoxpanbCKOro, CO3JaTeNA METOJ8 MOHOKPHCTAZNMJIANMH HA3IBAHHOrO OT ero uMeHu. [lpo-
MHOJEHHHE MNPUMEHEeHHA MeToja YoxXpaabCKOro jawr B Texymee BpeMA GOJLWMHCTBO MOHO-
KPHCTANJIOB KDPEMHHA, NOJYNPOBOXHHKOBHX COeXHMHEHHN M OXMCIOBHX MaTepHaloB, ynorpe-
CnAeMHX B BJIEKTPOHHOR NPOMHMIEHHOCTH.

MloguépkuBaeTCA CBA3b MHCIH flia YoXpamXbCKOro C AeATeNAbHOCTHR HHCTHTyTa TeXHOAOrHM
J1eXTPOHHHNX MaTepuanos. ;

K. KAJIHHOBCKHU: CoBpeMeHHHE METOJH KCCAeJOBAHHA COCTABA OJA@KTPOHHUECKHX
MarepuasoB - Ha6paHHHE BOUOPOCH

B paGoTe npexcTaBieH OTHYET M3 EBponefickot Anaauruveckoi#t Konpepenuum - EUROANALYSIS VII
llpeacTaBleH pAJ M3MEPHTENbHHX METONOB NPHMEHAEMHX B HCCAENOBAHHAX COCTABa OdJeK-
TPOHHYECKHX MaTepHaloB.

B. IAJIELUKM, J. POBUHBCKA, Jil. BAJMCh: HMccaenoBaHHe NOBeAEHHA MHmBAKA B CypbMe
B npouecce 30HHOA nNAaBKH

Hcnonp3oBaau paXzHoaKTHBHHMR unguxarop76As ANA ompeXeleHHA pachnpeleleHHA 3arpaa=-
Henuft (MHmBAKA) ‘B CypbMe B mpomecce OKOHYATEAbHOR OUMCTKM HOpH 30HHOH maaBKe.
MlonyYeHHHe pe3yAbTATH NO3BOJRAK CHOPMYAHPOBATH BHBOJL OTHOCHTENBHO KOPPEKTHDPOBKH
neftcTByomet TeXHONOTrMH OKOHYATENbHOM OYUHCTKH CYpbMH, KaK M OOpPeNeIHTh ONTHMANb-
HHE ypOBeHb KOHUEHTPALMHM MHNBAKA B HCXOAHOM MaTepHale.

K. INETIAK, B. TOPBHYt: I'epMeTH3amHA NOJYNPOBONHHUKOBHX dleMeHTOB Thna HCOIT
B NAOCKOR kKepamuueckolt obnenke

B craThe npencTaBAeHO BHOBb BOSHHKNEe pa3dpemeHRAe NJOCKOoro zatwuka HCE®IT. B orom
cay4ae IATYHK HAXOAMUTCA B yrayOneHHoi#t, moHTaxHO# naardopume Ha naacTuHke H3 Al203.
B pafoTe HaXOLHTCA TOXe OMUCh TEXHOJOTHH repMeTH3aUHH M NPHMEHEHHOro MaTepuanaa

- raaaypa. OyeHb JNOKJAIHO MPeICTABIEHO METOJ HaHOCA rja3ypa B MAacCKMPOBAHHA OTH3O-
aupoBaHHOoro ¢parmeHra UCP3T-a.

llpencraBieHO ToXe napaMeTpH CYMeHHA M CHeKaHHA raaaypa.

KoHcraTupoBaHo, UYTO 3TOT METOJ NaeT XOpOomHe pe3ayJabTaTh, & NPHMEHEeHHH#t riasyps
GoJee repMeTHYHH® H ycTOHUMBHI Yem paHbme NpHMeHAeMHe repMeTH3aUHOHHHE MaTepHalxH
KakK HUTPpUL 6Oopa HJIH NJAACTMACCH.




Wystaplenia pracownikéw ITME na konferencjach

XIV Conference on Applied Crystallography
Cleszyn 5-8.08.1990 r.

Jarostaw GACA
BADANIE MODULOWANEJ STRUKTURY W InGaAs/GaAsP

Technologia produkcji supersieci na bazie GaAs ma kluczowe znaczenie dla produkcji
elementdw laserowych, fotodetektordéw, diod elektroluminescency)nych, tranzystordw po-
lowych itp.

W pracy przedstawiono wyniki badar rentgenowskich supersieci InxGal_xAs/Gal_YAsPY

dle X=0,08, Y=0,16 otrzymanej epitaksjalnie technikg MOCVD na podiozu GeAs [100].
Ustalono komdrke elementarng, ktdrej wektor identycznodci w kierunku [100] wynosi

ok. 460 8.

Obliczono zespolong amplitudg rozpraszania dla refleksu (400).

Model strukturalny supersieci sprawdzono eksperymentalnie przez pordéwnanie teoretycz-
nego profilu refleksu (400) z profilem otrzymanym eksperymentalnie.

Praca bedzie opublikowana w materiatach z konferencji: XIV Conference on Applied

Crystallography. Silesien University Katowice, Institute of Ferrousmetallurgy,
Gliwice 1990

Krystyna MAZUR
BADANIA MONOKRYSZTALOW LaGaO} METODAMI RENTGENOWSKIEJ TOPOGRAFII DYFRAKCYJINEJ

Monokrysztal LaGaOl jest nowym obiecujgcym materiatem podiozowym dla clenkich warstw
epitaksjalnych wysokotemperaturowych nadprzewodnikdw. LaGaO3 ma strukturg ortorombowg
1 nalezy do grupy perowskitéw gal-ziemie rzadkie (Rare Earth Galium Perowskites).
Material ten jest izomorficzny dla GdFeO,, ale polozenia jondéw w jego komdérce elemen-
tarnej sq nieznane. Strukture LaGaO, opisuje sig wigec na bazie komérek perowskitowych,
przy czym w jedne) komdrce ortorombowej znajdujg sie cztery nieco znieksztalcone ko-
mérki perowskitowe.

W Pracowni Rentgenografii prowadzono badania defektéw strukturalnych monokrysztaldw
LaGaO} otrzymanych w Instytucie Fizyki PAN. Do badaf stosowano rentgenowskg topografieg
dyfrakcyjng w ukladzie odbiciowym. Na podstawie uzyskanych topograméw rentgenowskich,
dla krysztaldw rosngcych w kierunku [011] i [110], ustalono wystepowanie dwu rodzajow
wydluzonych objgtodciowych defektéw utozonych w ptaszczyznach (112) i (112). Zbadano,
2e dla krysztaléw rosngcych w kierunku [011] defekty te moZna podzielid na dwie grupy:
1) defekty prostopadie do ptaszczyzny prdébek,

2) defekty nachylone do ptaszczyzny prébek pod katem ok. 3%°



Szczegblowa analiza drugiego rodzaju defektdéw pozwolila na ustalenie, e mogg byc one
blizniakami, gdzie ptaszczyzna (011) przechodzi w ptaszczyzng (101).

Praca bedzie opublikowana w materiatach z konferencji: XIV Conference on Applied
Crystallography. Silesian University Katowice, Institute of Ferrousmetallurgy,
Gliwice 1990.

Marek WOJICIK
NIEJEDNORODNOSC STRUKTURY MODULOWANEJD

Wytwarzanie krysztatéw modulowanych na bazie GaAs jest zwigzane z rozwojem hete-
roepitaksjalnych struktur GaAs/Si. Rozwdj technologii epitaksjalnego wzrostu napotkal
przeszkody wynikajgce z duzego niedopasowania sieciowego, az do momentu zastosowania
supersieci GaAs jako $rodka zmniejszajgcego poziom naprezeri. Zadecydowato to o ko-
niecznogci badania struktury supersieci warstwy przejdciowej.

Idealna warstwa powinna mie¢ identyczne parametry strukturalne w caiej objetosci,

Jjednakze w procesie wzrostu moze wystgpié wiele rdznych typdéw odstepstw od grednich

wartodci strukturalnych. Wigkszodé z nich moze byé badana przy uzyciu promieniowa-

nia X. Celem pracy bylo rozwinigcie teorii dyfrakcji na przypadek niejednorodnej

struktury modulowanej. Zalozono quasigaussowski rozkiad diugodci fali modulacji wywo-

tany istnieniem gradientu koncentracji atomdw, ktéry powoduje podzial strukturalny

krysztalu na obszary koherentnego rozpraszania. W kazdym z nich parametry struktural-

ne sg stale, jednak poszczegdlne obszary mogg sie miedzy sobg rézni¢ np. diugosciag

fali modulacji.

Niejednorodnog$¢ struktury supersieci wywoluje:

- poszerzenie refleksdw satelitarnych w stosunku do refleksu wegzlowego,

- wystagpienie asymetrii profilu refleksdw satelitarnych tym wigkszej, im wyzszy numer
danego refleksu.

Znajomos¢ tego zjawiska pozwala na oceng doskonalodci strukturalnej krysztatu modulo-

wanego, w szczegdlnosci np. warstwy przejsciowej na bazie GaAs.

Wyniki zostaly zweryfikowane eksperymentalnie.

Praca bedzie opublikowana w materiatach z konferencji: XIV Conference on Applied
Crystallography. Silesian University Katowice, Institute of Ferrousmetallurgy,
Gliwice 1990.
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Jerzy SASS
WPLYW ODKSZTALCEN KOHERENCJII W SUPERSIECI NA RENTGENOWSKIE WIDMO DYFRAKCYJINE

Realna struktura krysztaléw z modulowanym skladem chemicznym (jednowymiarowa super-
sied) zalezy od dlugodci fali modulacji A . Ponizej okreslonej wartosci A cale nie-
dopasowanie sieciowe w supersieci jest akomodowane przez odksztalcenia spregzyste. W dru-
gim kraricowym przypadku pelna akomodacja sieciowa jest realizowana przez sie¢ dysloka-
cji niedopasowania. W pracy przedstawiono i przeanalizowano rentgenowskie widma dy-
frakcyjne dla obydwu przypadkéw (supersie¢ koherentna i niekoherentna) na przykladzie
Culll/Nilll‘ Pokazano, 2e pelna relaksacja odksztalcer koherentnych dla Cunl/Ni111
jest mozliwa powyzej A > 90 R. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna umozliwia odréznie-
nie stanu koherentnego od niekoherentnego. Przedstawione wyniki sg sluszne przy zalo-
zeniu, 2e nie ma interdyfuzji skladnikdéw (prostokgtny ksztalt fali modulacji).

Praca bedzie opublikowana w materiatach z konferencji: XIV Conference on Applied
Crystallography. Silesian University Katowice, Institute of Ferrousmetallurgy,
Gliwice 1990.
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EUROANALYSIS Vil. Konferencja Chemil Analityczne]
Federac]jl Europejskich Towarzystw Chemicznych
Wiedert 26-31.08.1990 r.

Krzysztof KALINOWSKI

OZNACZANIE SLADOWYCH ZANIECZYSZCZEN NIEORGANICZNYCH W ZWIAZKACH METALOGRAF ICZNYCH
STOSOWANYCH W EPITAKSJI Z FAZY GAZOWEJ Z UZYCIEM SPEKTROMETRII MAS ZE WZBUDZENIEM
ISKROWYM

Opracowana zostala metoda wydzielania i zageszczania $ladowych zanieczyszczer nie-
organicznych z trimetylogalu (TMG), trimetyloindu (TMI), trimetyloglinu (TMAL)

i trietyloindu (TEI). Polega ona na kontrolowanej pirolizie zwigzkdéw metaloorganicz-
nych i osadzaniu produktéw rozktadu na kolektorach grafitowych (elektrodach z grafitu
o czystosci spektralnej). Piroliza jest prowadzona w specjalnie skonstruowanym kwarco-
wym aparacie, polgczonym bezposrednio z zaworem wylotowym aparatury uzywanej do synte-
zy wymienionych zwigzkéw chemicznych.

Warunki rozkadu analizowanych substancji gazowych sg podobne do stosowanych pod-
czas technologicznych procesdw epitaksji z fazy gazowej.

Widma masowe prébek osadzonych na kolektorach grafitowych otrzymano za pomocg
podwdjnie ogniskujgcego spektrometru mas JEOL IMS - 01BM z iskrowym Zrddiem jondw.
Opracowang metodq oznaczano wybrane dwanascie zanieczyszczeri nieorganicznych z grani-
cq wykrywalnosci mniejszg niz 0,1 ppm.

Do ilosciowej analizy widm masowych zastosowano program obliczeniowy ANAMAS.

Praca zostata opublikowana w materiatach konferencji: Book of Abstracts, European
Conference on Analytical Chemistry - EUROANALYSIS VII, vol. 10, Abstr. No. B2, P-Mo-é68,
August 26-31, 1990

Artykul bedzie wydrukowany w czasopidmie Analusis.
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IV Konferencja Naukowa. Technologia Elektronowa ELTE’90
Zamek Ksiaz k. Walbrzycha 11-14.09.1990 r.

Jerzy SKWARCZ, Barbara KWIATKOWSKA, Elzbieta NOSSARZEWSKA-ORtOWSKA

KRZEMOWE WARSTWY EPITAKSJALNE DOMIESZKOWANE ARSENEM Z PROFILOWANA KONCENTRACJA
NOSNIKGW WIEKSZOSCIOWYCH

W pracy pokazano, 2e metodg epitaksji z fazy gazowej w jednym procesie technolo-
gicznym mozna otrzymaé na podlozach silnie domieszkowanych arsenem cienkie struktury
epitaksjalne domieszkowane takze arsenem, skladajgce sig z obszardéw o réznej koncen-
tracji domieszki, jak réwniez o zadanym profilu koncentracji. Pozwala to na wyelimi-
nowanie procesu dyfuzji lub implantacji. Do oceny rozkladéw koncentracji profilowa-
nych warstw epitaksjalnych stosowano metody pojemnodciowo-napigciowg (C-V) i oporu
rozptywu (S-R).

Tego rodzaju warstwy epitaksjalne znajdujq zastosowanie m.in. w konstrukcji mikrofa-
lowych diod przestrajajgcych.

Praca zostala opublikowana w tomie: "IV Konferencja Naukowa, Technologia Elektronowa
ELTE "90", Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroctaw 1990
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International Conference on lon Implantation
and lon Beam Equipment
Elenite (Bulgaria) 24-30.09.1990 r.

Jacek JAGIELSKI, Andrzej PODGORSKI, Grzegorz GAWLIK, Andrze)j TURQS
MIGRACJA AZOTU IMPLANTOWANEGO DO 2ELAZA; WPLYW TEMPERATURY I SKtADNIKOW STOPOWYCH

W pracy przedstawiono wyniki uzyskane za pomocg metod mikroanalizy jadrowej (NRA)
i spektrometrii masowej jondéw wtérnych (SIMS) dwiadczgce o wystepowaniu trzech réz-
nych rodzajéw migracji atoméw azotu implantowanych do 2elaza. Rodzaje migracji sg
powigzane z temperaturg w nastgpujgcy sposéb:
Niska ti ratura (80-200°C
W prébkach implantowanych w tym zakresie temperatury wystepuje redystrybucja atomdw
azotu do powierzchni prébki. Efekt ten mozna wytlumaczyé procesem segregacji radia-
cyjnej. W procesie tym atomy azotu migrujg jako kompleksy z wakansami (tzw. pary
Millera).
Srednia temperatura (250-400°C)
W tym zakresie temperatury obserwuje sig termiczng dyfuzje w gigb prébki. Dyfuzje te
mozna kontrolowa¢ przez wprowadzenie domieszek stopowych.
Wysoka temperatura (powyzej 400°C .
W wysokiej temperaﬁurze mozliwa staje sig ucieczka atoméw azotu przez powierzchnieg
2elaza. W efekcie/bojauia sie dodatkowy strumieri azotu przez powierzchnig prdbki.
Efekt ten zostal iaobserwouany dla cienkiej warstwy 2elaza naparowanego na tlenku

tantalu.

Artykul bedzie wydrukowany w materiatach konferencji: Ion Implantation and Ion Beam
Equipement. Elenite (Bulgaria). Wydawca: World Science Publishing Co. Singapur
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Osrodek Informacji Naukowej, Techniczne| | Ekonomiczne] ITME
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
tel. 35 30 11 w. 108, 425

Informacja o miedzynarodowych
konferencjach, seminariach, targach i wystawach

1991 — 1992
Dane dotyczgce konferencji Termin Dane dotyczgce organizatora Uwapi
1 2 3 [
199] r.
15th Annual Conference on 01-13/16-1991 Dr J.J. Petrovic, Group MST-4, |program
Composites and Advanced Ceramics | Cocoa Beach, FL, | Mail Stop G771 Los Alamos w DS-3
: USA National Laboratory, Los Alamos,
NM 87545, tel._ 505 667-0125,
fax 505 665-3363
Methanical Fatigue in Advanced 01-13/18-1991 Amer. Cer. Soc.
Materials Conference Santa Barbara,
CA, USA
15th Annual Conference on 01-16/18-1991 J. Buckley, NASA Langley program
Composites, Materials and Cocoa Beach, FL, | Research Center, Mail Stop 387, |w DS-3
Structures USA Hampton, VA 23665-5225, tel.
B04/8B64-4561, fax B04/B64-3800
OE/LASE ‘91: Dptics, Electro- 01-20/25-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
-Optics and Laser Applications Los Angeles, CA, | D-5300 Bonn 2, FRG, tel.
in Science and Engineering USA 49/228/36/15/46, tlx 172 283
747, teletex 223 37 47=mwibbn,
fax '49/228/36 11 05 )
0zon-Polucenie i Primenenie: 01/30-01/02-1991 | 119899 Moskva B-234, Leninskie
Vsesojuznaja Konferencija Moskva, SSSR Gory, Chimiceskij Fakultet MGU,
N.N. Stirnova tel. 939-33-44,
N.A. Novikova tel. 939-33-21
TMS International Conference 02-17/21-1991 T™MS, Meeting Dept. 420 Cohmon- program
/Annual Meeting and Exhibition New Orlean, LU, wealth Drive Warrendale, w DS-3
for Minerals, Metals and USA PA 15086, tel. 412 776-9050,
Materials Technologies fax 412 776-3770
National Electronic Packaging 02-25/28-1991 Amer. Cer. Soc.
and Production Conference Angheim, CA, USA
4th International Conference on 03-12/15-1991 Amer. Cer. Soc.
Ceramic Powder Processing Science| Nagoya, Japan
Gordon Research Conference on 02/25-03/01-1991 | DOr A.M. Cruickshank, Director
Superconductivity Gordon, CA, USA Gordon Research Conferences,
Gordon Research Center Univer-
sity of Rhode Island, Kingston,
RL 02881-0801, tel. (401)
783-4011 ro 3372, fax (401)
7837644
POWTECH 91 Conference 02-26/28-1991 Mervyn Little, Specialist
Manchester, UK Exhibitions Ltd, 183 Station
Road East, Oxted, Surrey RHB8
0QE
Symposium on Microlitography 03-03/08-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
San Jose, CA, USA| D-5300 Bonn 2, FRG, tel.
49/228/36/15/46, tlx 172 283
747, teletex 223 37 47=mwibbn,
fax 49 228 36 11 05
SEMICON EUROPA 91 Defect Control | 03-05/07-1991 SEMI European Secretariat CCL, |program
and Related Yield Management Zurich, House 59 Fleet Street, London |w DS-3
Switzerland EC4Y1JU, tel. 01-353 8807,
tlx 25573 SCOP G, fax 01-583-
-9171
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2 Fachtagung Elektrostatik und 03-06/07-1991 Kammer der Technik-Prisidium- |proqram
Mikroelektronik 91 "Einfluss der | Dresden Fachverband Elektrotechnik, w 05-3
Elektrostatik auf Elektronische Clara-Zetkin-Str. 115/117,
Bauelemente" Berlin, 1086
.ENVICERAM ‘91 - 2 Internationale 03-11/13-1991 Deutsche Keramische Gesell- program
Symposium mit Fachausstellung Saarbrlcken, FRG | schaft e.V. Frankfurter Strasse|w DS-3
Keramik im Umweltschutz 196, D-5000 K8ln 90, FRG
ECO4 - The International Congress| 03-11/15-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
on Optical Science and Hague, D-5300 Bonn 2, FRG, tel.
Engineering Netherlands 49/228/36/15/46, tlx 172 283
747, teletex 223 37 47=mwibbn,
fax 49 228 36 11 05
Surface Engineering, Practice and| 03-12/14-1991 Prof. Ken Strafford, Dept. of
Prospects-International Adelaide, Metallurgy Surface Engineering
Conference Australia Conference, c/Techsearch, GPO
Box 2471, Adelaide SA 5001,
Australia
4th International Conference on 03-12/15-1991 Amer. Cer. Soc.
Ceramic Powder Processing Science| Nagoya, Japan
7th International Symposium on 03-17/21-1991 Amer, Cer. Soc.
Halide Glasses Lorne, Vic.,
; Australia
Microelectronic Test Structures 03-18/20-1991 T. Walton, Univ. of Edinburgh, |program
Conference Kyoto, Japan Scotland, tel. (44) 31 667 1081|w DS-3
ext 3261
Conference on Materials for 03-19/21-1991 Amer. Cer. Soc.
Electronic Packaging Buffalo, NY, USA
Microscopy of Semiconducting 03-25/28-1991 Inst. of Physics, Mtgs Officer,
Materials Symposium London, UK 47 Belgrave Square, London
SW1X 8QX, UK
Hot Isostatic Pressing of 04-1991 Mrs 0. Wahlen, N.V.I.V. Metaal-
Materials Meeting Amsterdam kunding, Ganootschap, >
Ingenieurshuis,
Jan van Rijswijklaan 58,
2018 Antwerp, Belgium
17th Conference of Electrical and| 04-1991 Ortra Ltd (ORTRA), P.0.Box
Electronics Engineering in Israel| Tel Aviv, Israel | 50432, tel. Aviv 61500, Israel
OE/AEROSPACE SENSING ‘91 Technical| 04-017/05-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
Symposia on Optical Engineering Orlando, FL, USA | D-5300 Bonn 2, FRG, tel.
and Photonics in Aerospace 49/228/ 36/15/46, tlx 172 283,
Sensing 747, teletex 223 37 47=mwibbn,
fax 49 228 36 11 05
POWTECH 91 Advances in Particle 04-05/08-1991 Mervyn Little, Specialist
Technology Conference Surrey, UK Exhibitions Ltd 183 Station
Road East, Oxted Surrey RHB
0QE, UK Mrs J. Libaert,
University of Surrey, Guildford,
Surrey GU 2 5XH, UK
International Workshop on High-T | 04-14/18-1991 Liu Catena, Dip. i Fisica,
Superconductor Thin Films, Pro- Rome, Italy Universita di Tor Vergata, Via
perties and Applications. Main E. Carnevale, 00173 Rome, Italy,
Topics, Preparation and Patter- tel. +39 6 24990301, fax +39
ning, Structural and Electronic 6 24990300, tlx 626382 FIUNTV I
Properties, Magnetic and Tran-
sport Properties, and Devices
and Applications
Frontiers of Tribology Conference| 04-15/17-1991 The Institute of Physics, program
. Stratford upon 47 Belgrave SQ London SW 1X 8QX, [w DS-3

Clean Rooms ‘91 Show

Avon, UK

04-17/19-1991
Washington, OC,
USA

tel. 01 235 6111, tlx 918543,
fax 01-259 6002

Trade Secrets, One Executive
Dr, St. One, Moorestown, N.J.
08057, USA
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2nd International Symposium on 04-22/24-1991 R. Peys KVIV vzw, Ingenieur-
Hot Isostatic Pressing of Antwerpen, shuis Desguinlei 214 B-2018
Materials Belgium Antwerp, Belgium, Organizator:
Royal Flemish Society
Engineers, Metallurgical
Section, Desguinlei 214, B-2018
Antwerp, Belgium
15PSD 91 - 3rd International 04-22/24-1991 A. Pittman, ISPSD 91 Symposium |program
Symposium on Power Semiconductor | Baltimore, MA, on Power Semiconductor a. ICs |w DS-3
Devices and ICs USA Courtesy Associates, 655, 15th
Street N.W.. Washington 0.C.
20005, fax /202/ 347-6109,
tel. /202/ 639-4917
ECCG-3/3rd European Conference on| 05-05/11-1991 Dr €. Lendvay, Research
Crystal Growth Budapest, Institute for Technical
Hungary Physics, Hungarian Academy of
Sciences, Ujpest 1, Pf 76,
H-1325 Budapest, Hungary,
tlx 22-7728 mfki h,
fax /36/ 1/698-037
11 IBAUSIL - 11 Internationale 05-07/10-1991 Orgblro der IBAUSIL, HAB Weimar|program
Konferenz Baustoff und Weimar Coudraystr. 13 Weimar . |w DS-3
Silikattagung : :
Beijing Essen: Welding 91 05-07/13-1991 Messe Essen Messhause, Norbert
Conference Pekin, China Str., D-4300 Essen, FRG
EMAS “91 2nd European Workshop on | 05-14/18-1991 Prof. M.K. Pavidevic,
Modern Developments and . Dubrovnik, Yug. University of Belgrade, Faculty
Applications in Microbeam of Mining and Geology,
Analysis (Analytical Electron Laboratory for Electron Micro-
Microbeam Methods) analysis, DuSina 7, PO Box 244,
Yu-11000 Belgrade, Yugoslavia,
fax 38-11-33.86.65
1st ASM Europe Heat Treatment 05-21/24-1991 Mc W.A.J. Moedijk (Chairman) program
Conference and Exhibition Amsterdam, Mc. R. Speri (Vice-chairman). |w DS-3
Netherland ASM Europe, rue de 1 Orme 19
(ECCO), B-1040 Brussels,
Belgium, tel. 32 2-7331264 or
32 2-7341240, fax 32 2-73
46702, tlx 61473
1991 International Symposium on 05-22/24-1991 Symposium Chairman Dr. John Y. [program
VLSI Technclogy Systems and Taipei, Taiwan, Chen, Cypress Semiconductor w DS-3
Applications R:O:C. San Jose, CA 05134, USA
/408/ 943-4824
B8th European Hybrid Micro- 05-28/31-1991 Int. Soc. for Hybrid Micro-
electronic Conference Rotterdam, Holl. | electronics, c/o Conv. Travel
Int. B.V., Churchillplein 10,
2508 ED, The Hauge, 070-544111,
Netherlands
16th International Galvanizing 06-02/07-1991 Zinc Development Association,
Conference Barcelona, Spain | 42 Weymouth Street, London
WIN 3LQ, UK
1991 IEEE MTT-S International 06-11/14-1991 MIT-Symposium 1991, c/o LRW program
Microwave Symposium Boston, MA, USA Associates, 1218 Balfour w DS-3
Drive Arnold, Maryland 21012,
USA
Ist International Symposium 06-12/21-1991 NACE, Education Training Dept.
on Environmental Effects on San Diego, CA, PO Box 218, 340 Houston, Texas
Advanced Materials USA 77218, USA
Annual International Symposium on| 06-21/26-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
Optical and Optoelectronic San Diego, CA, D-5300 Bonn-2, FRG, tel.
Applied Science and tngineering USA 49/228/36/15/46, tlx 172 283
747, teletex 223 37 47=mwibbn,
fax 49 228 36 11 05
ILLE International Conference 06-23/26-1991 1L Conf. Coordination, 345
on Communications Denver, USA fast, 47th St., New York,
ol 10017, USA
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TRANSDUCERS ‘91 - 6th Inter-
national Conference on Sensors
and Actuators

ISEC 91 International Super-
conductive Electronics Conference

SYSTEMOTRONICA 91

Annual Assembly of the Inter-
national Institute of Welding

ICSCS-7/7th International
Conference on Surface and Colloid
Science

The Third International
Conference on Residual Stresses

The Sixth International
Conference on Mechanical
Behaviour of Materials

BMFTB-2 Symposium Material-
forschung des Bundesministers
fUr Forschung und Technologie

IMSC-12th International Mass
Spectrometry Conference

5th European Symposium on Thermal
Analysis and Calorimetry

IV Europejskaja Konferencija po
Voprosam Spektroskopii Biologi-
teskich Molekul

Metal Engineering 91 Conference

OE/FIBERS ‘91 Symposium

Matematiceskoe Modelirovanie

1 SAPR Radioelektronnych

i VyEislitel ‘nych Sistem SVC na
Obemnych Integral nych Schemach
/01S/-1V-Vsesojuznaja Nau&no-
-Technileskaja Konferenci ja

1st European Metals Conference

06-24/28-1991
San Francisco,
CA, USA

06-25/27-1991
Glasgow

06/27-07/04-1991
Moskva, SSSR

06/29-07/06-1991
Haga, Hol.

07-07/12-1991
Compiegne, France

07-24/26-1991
Tokushima, Japan

07/29-08/02-1991
Kyoto, Japan

08-26/29-1991
Dresden

08-26/30-1991
Amsterdam, Hol.

08-26/30-1991
Nicea, France

09-01/06-1991
York, UK

09-02/06-1991
Birmingham, UK

09-03/06-1991
Boston, MA, USA

09-10/14-1991
Volgograd, SSSR

09-15/20-1991
Bruxelles,
Belgium

Or Shih-Chia Chang, E-3
Department, General Motors
Research Laboratory, Warren,
MI 48090-9055

Prof. G.B. Donaldson, Dept. of
Physics and Applied Physics,
John Anderson Building, 107
Rottenrow, University of
Strathclyde, Glasgow G 4 ONG,
Scotland, UK, tel. 041-552 4400,
fax 041-552-2891

NOWEA International GmbH, Ewald
Ewering, tel. 0211/4560-755

Netherlands Cong. Centre,
Secretariat, P.0. Box 82000,
2508 EA, The Hague, 070-51
2851, Netherlands

M. Clausse, Secretariat of
ICSCS-7, c/o Wagons-Lits
Tourisme, 40 Rue Kléber, B.P.
244, F-92307 Levallois-Perret
Cedex, France / .

Secretariat of ICRS-3, The
Society of Materials Science,
Japan 1-101, Yoshida Izumidono-
-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606,
Japan, fax /075/ 761-5325

Prof. Dr Ing. K. Heckel,
Universit8t der Bundeswehr
MUnchen, Fakultdt fUr LRT-WE 5,
Werner-Heisenberg-Weg 39,

8014 Neubiberg

Forschungszentrum JUlich GmbH
(KFA), Postfach 1913, D-5170
JUlich, betraut, tel. 02461/
/614865 und 614890, fax 02461/
/612398

RAI Organisation Bureau Europa-
plein 12, N1-1078 GZ,
Amsterdam, Netherlands

French Assen. of Calorimetry
and Thermal Analysis, Or J.
Rouqierol, Thermodynamics and
Microcalorimetry Center, 27 Rue

Prof. R.E. Chester, Fak. Chiﬁil
Jorskogo Universiteta,
Heslington, York YO 500, UK

Gillian Luis-Ravelo, Queensway
House, 2 Queensway, Redhill
Surrey RH1 1QS, UK

SPIE, Koblenzer Strasse 34,
D-5300 Bonn 2, FRG, tel.

49 228 36 15 46, tlx 172 283
747, teletex 223 73 47=mwibbn,
fax 49 228 30 11 05

tel. Moskva 924-09-19 MGP
VNTORES-E.N. Bochanova 526-92-
-65, L.M. Fomina, Volgograd
43-35-43

Inst. of Mining and Metallurgy
Conf. Office 44 Portland Place,
London WIN 4BR, UK

program
w DS-3

program

w 0S-3

program
w 0S-3

program
w DS-3

program
w DS-3

program
w DS-3

program
w DS-3
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Symposium on Microelectronic 09-15/20-1991 SPIE, Koblenzer Strasse 34,
Interconnect and Integrated San Jose, CA, USA| D-5300 Bonn 2 FRG, tel. 49 228
Processing 36 15 46, tlx 172 283 747,
teletex 223 37 47=mwibbn,
fax 49 228 30 11 05
Physics for Industry-Industry 09-17/19-1991 Prof. A. Oled, Inst. Fizyki
for Physics Conference Krakdéw, RP i Tech. Jgdrowej AGH,
Al. Mickiewicza 30,
30-059 Krakdw
CERAMITEC ‘91 5th International 09-17/21-1991 Veranstalter Organizer:
Trade Fair of Machinery, MUnch, FRG MUnchener Messe- und
Equipment, Plant, Processes and Ausstellungsgesellschaft mbH
Raw Materials for the Entire Postfach 12 10 09, 0-8000
Ceramics and Powder Metallurgy Minchen 12, tel., /089/ 5107-0,
Industry tlx 5212086 ameg d,
fax /089/ 5107-172
Joining of Composites Conference | 10-1991 Member Customer Service Center
Switzerland ASM Int. Materials Park,
OH 44073, USA
3th International Workshop on 10-1991 Workshop Chairman Dr Luis program
Glasses and Ceramics from Gels Seville, Spain Esquivias Fedriani, w DS-3

International Society for
Hybrid Microelectronics
Symposium

1992 £,
POWTECH "92 Conference

Conference on Measurement in
Experimental Stress Analysis

PM’92 Conference

3rd International Conference on
Trade Welding Research

EUREM 92 10th European Congress
on Electron Microscopy

International Union for Vacuum
Science Technique and
Applications, 8th International
Conference on Solid Surfaces

XVIth International Congress
on Glass

7 Mezdunarodnaja Konferencija

po Metallorganiceskoj
Koordinacionnoj Chimii Germanija,
Olova, Svinca

International Institute
of Welding Latin American
Congress

10-21/23-1991
Orlando, FL, USA

03-24/26-1992

05-1992
Hanno